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偏转角为 180
”

的电子束蒸发装置的阴极溅射

在电子束真空镀膜 中
,

应用得最多的要算E S Q
一

3 0 0
,

E SV
一

6 和y 3 月 H 型偏转电子束蒸发

器
。

电子束的偏转一方面不会增大蒸发器的尺寸
,

另一方面可使阴极从蒸发 区中移出
,

免受

蒸发材料分子流的沾污
。

在 E S v
一

6
, y 3 月 H

一

1 型电子束蒸发器中
,

电子束偏转招。
,

阴极蒸发物通过阳极孔 落

到基片上
,

这就污染了膜层
。

由阴极溅射而造成的阴极腐蚀物对薄膜的污染
,

可 由装有阳极

的蒸发器
一

上看出来 [lj
。

我们曾对E S v
一

6 电子束蒸发器的这一作用进行了观察
。

本文就是对这一现象的 研究 结

果进行探讨
。

试验是在A 7。。Q真空镀膜机
_

L进行的
。

阴极的挥发程度
,

根据 K y
一

1 石英基片对紫外光

谱的透射率变化来确定
。

透射率的变化是由于阴极挥发物质在基片上凝聚所致
。

在第一组试验中
,

基片放在 阴 极 上 方50

毫米高度的特制座架中 (图 1 )
,

并使其在不

同的发射电流值和残余气体压 强条件下放置相

同时间 (30 分钟 )
。

每次实验都换 上 新 的 基

片
。

电子束射向由难熔材料二氧化错作成 的小

片
。

为了降低材料 的蒸发
,

随着发射电流的增

大
,

在二氧化错表面的电子束焦斑直径亦相应

增大
。

此外
,

为了排除二氧化铅凝 镀 在 基 片

上
,

基片按图 1 所 示予以仔细屏蔽
。

图 2 的曲线 2 表示镀有薄膜 的基片的透过

率
.

此膜是加热 电流流过阴极时
,

钨阴极的蒸

发所淀积而成
。

加热 电 流 相 应 于 电 子 束 电

流I电子束 二 20 毫安 (阴极上未加加速电压 )
。

我

们曾用同样厚度 ( 4 毫米) 的光洁K y
一

1 石英

基 片 的 透 射率进行对比
。

当在阳极上加
_

L g

千伏加速电压
,

并在阴 极 上 方 使 新 基 片 在

图1 基片位置 示意 图

(1 )阴极 ; (2 )聚准
、

电极 ; (3 )阳极 片;

(4 )座架 ; (5 )基片 ; (6 ) 屏 ; (7 ) 档板 ;

(8 )被蒸发材料
; (9) 琦 涡
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会聚光中一微凸薄透镜存在着欠校正球差
。

正如图 3 所示
。

如使布儒斯特角窗口背面成

一凸的球面且使它的曲率 中心在新的光 4111 上
,

这样就可选定适当的球面半径来消除球差
。

应

用这一设计原则及C O O E V 光学设计程序
,

设计了一块氯化钾 (K cl ) 布儒斯特角窗 口
,

在

f/ 10 会聚激光束中它给出了校正得很好的点象
。

因为当入二 1 0
.

6微米时
,

氯 化 钾 的 折 射 率

扒二 1
.

46
,

故布儒斯特角为。
一 5 5

.

6
。 。

窗 口背而的最佳 曲率半径R = 朽 2
.

5厘米 (17 8
.

14 5英
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I电子束 二
20 毫安时持续一段时间

,

则基片表面凝聚有佼厚的一层膜 (曲线 3 )
,

这是 由于阴

极一再受到正离子的轰击而形成 的颁外溅射所致
。

曲线 4
、

7 分别为I电子 束 二 5。和80 毫安时
,

铿有膜 层的甚片的透射享
。

从这两条 曲线可
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图2 桩月泛基片透射度的光谱 ,自线

程
。

在 A 7 0 0Q装置 中
,

光学零件放在

以看出
:

随若电子束流的增大
,

阴极的总挥发

效应 由于蒸发和 ;狱射而增大
。

我们所探讨 的全部过程
,

均是在固定的残

余气压 P 二
( 2 一 3 ) 火 10

一 “

帕 (仃
a
) 时实现

的
。

曲线 5
、

6 为在周定电子束流〔电子 来
= 5 0

毫安时
,

镀膜毯片的透射率
。

不过残余气压不

同
,

分另;1为 1 )< 1 0
一

2

和 5 )( 土。
一 ’

帕 (「I
a
)

。

对
‘

比蝎线 4
、

5
、

6 表明
:

随着残余 气 压 的 增

大
,

阴极溅射也增大
。

在此以前
,

我们钟研完了将墓片放在 距阴

极上方不远侧J
,

阴极挥发物的凝集清况
。

这使

我们可 以更详细地探讨阴极的蒸发 和 溅 射 过

距 蒸 发 器 1。。毫米的离度上
。

为了证明在接近实 际 情

况的条件下
,

阴极蒸发物的疑集作用
, l

沂进行了下述试验
。

沿着电子偏转平面的相交线 (图 1 , A 八线)
,

在门极上方 4 50 毫米的高度上
,

在相对于

通过阴极的垂直轴线 ({到 1 , 0 0 线) 的不同距离上
,

放上若干块 K y
一

1石英获片
。

为了预 防

被蒸发材料分子蒸气射到基片上
,

在钳涡上方放一块专用挡板 〔图 ] ,

( 7 ) 二
。

基 片 在

这一位置
_

L放置 2 小时
,

I电 子束 = 8 0毫安
,

P 二 2 义 伪
一 3

帕 (n
a
)

。

试验后
,

在 0
.

2 2微米的

固定波长上测得的基片透射率如表所 示
。

将获得的数据和光洁基片的透射率 (在上述波长的

透射率为 91
.

5 % ) 进行比较
,

可 以看出
,

由于阴极的蒸发和溅射
,

在基片
_

上凝集 了 一 层 膜

层
。

同时
,

最厚 的膜层并不是凝集在阴极的上方
,

而是凝集在通过阴极的垂直轴的一边
。

这

一情况的原因是 阴极挥发物的离子化微粒在蒸发器滋场内产生偏转
。

我们的研究结果可以作出以下结 沦
:

1
.

在电子束蒸 发器蒸发材料时
,

所镀薄

膜受到阴极蒸发和溅射物的污染
,

而在许多薄

膜应用方面这是不允许的
。

2
.

随着电子束发射电流和残余气体压强

距 离 /
,

壳米(见
护

图1 ) {
1 6 。

透渝毛
’

写 ⋯
9‘

的增大
,

两膜污染度也随之增大
。

这是所有类塑的 ]8 。
。

偏转角的燕发器所特有的
。

3
.

为了排除阴极挥发物污染药膜
,

应安装一块挡板
。

该 挡板不会将基片和蒸发材料隔

绝
,

但可 以保护基片完全不受阴极溅射引起的粒子流的影响 之例如图 ]
,

(6 ) 〕
。
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